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DIVISION SEMICONDUCTEURS * 1N 3496 — 1N 3500

ISR AR

= VOLTAGE REFERENCE DIODES (TEMPERATURE COMPENSATED)
- ) 7EP| z ® DIODES DE REFERENCE DE TENSION (COMPENSEES EN TEMPERA TURE}
59C 02540 D _7~(i-07
? Semiconductor material : silicon *Pr_efer.rgd device
. Matériau semiconducteur : sificium Dispositif recommandé
B Technalogy : local epitaxy + guard ring
Technologie : épitaxie I "‘+_ de garde
Cooling : by convection and conduction
Refroidi: : par jon et par ductic

vzt (IzT=75mA) 62V T 59
Ptot (Tamb = 509C) 0,25 W H

Absolute ratings (limiting values)
Valeurs limites absolues d’utilisation

Case See page
Ptot= 0,25W/Tamb = 259C d = 4 mm Boitrer PO 35 (CB-102) Vm-,,’;,,ge 229
Tj =-550C-+ 1600C '
Tstg = ~ 550C-+ 150 oC L !
Maximum power dissipation //
: Dissipation de puissance maximale x/ A
Pror '
(w)
0,20 \ d d
i 0.15 \\ d =4 mm
! 0,10
\ Infinite heat sinks Material : glass
: 0,05 Refroidisseurs infinis Marking : clear, ring at cathode end
: o . Matériau : verre
I 50 100 150 200 TambloCl VAY’e'th *0,15 g Marquage en clair, anneau coté cathode
¢ asse :
' General characteristics Tamb = 250C {Unless otherwise stated)
: Caractéristiques générales am (Sauf indications contraires)
Var rz1 [Fas Test temperatures AVZ ayz
typ. max. Températures de mesure max.
v) Q) {mA) {°C) [\ {%/°C)
1N 3496 6,2 15 7.5 0 +26 +75 0,024 = 0,005
1N 3497 6,2 15 7.5 0 +256 +75 0,010 0,002
1N 3498 6,2 15 75 0 +25 +75 0,005 ~ 0,001
1N 3499 6,2 15 75 0 +25 +75 0,002 2 0,0005
1N 3500 6,2 15 75 0 +25 +75 0,048 20,01
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Regulation voltage variation versus ambient temperature
Veariation de la tension de régulation en f jon de la température ambi:

Note

The voltage reference diodes are characterized by the box method. The maximum allowable vol-
tage change AV7 is guaranteed between any two temperatures within the range page 1. Tests are
performed at the indicated temperatures and test current,

Note
Les diodes de référence de tension sont caractérisées selon la méthode dite « box method ». La va
riation maximale AV z est garantie entre deux quelconques des tempé es du domaine indiqué pa-

ge 1. Des mesures sont effectudes aux températures et au courant spécifiés.

2/2




